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В данной работе изучены зарядовые процессы в МОП-структурах с термическими пленками диоксида кремния при одновременном воздействии сильнополевой туннельной инжекции электронов и ионизирующего излучения. В качестве ионизирующего излучения использовались (-частицы, протоны и гамма-излучение /1/. Процессы исследовались с учетом перераспределения внутренних электрических полей в объеме диэлектрической пленки, обусловленных накоплением в ней положительного и отрицательного зарядов, возникающих в результате радиационной и сильнополевой ионизации.
Показано, что накопление положительного заряда в подзатворном диэлектрике у границы с кремнием может существенно уменьшать электрическое поле в большей части диэлектрической пленки. В результате в процессе накопления положительного заряда уменьшается вклад сильнополевой инжекции в генерацию положительного заряда и это явление почти не оказывает влияния на процессы аннигиляции части положительного заряда с инжектированными электронами и генерации в результате этого поверхностных состояний на границе Si-SiO2.
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